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平面栅结构与沟槽栅结构的对比

・下表以沟槽栅结构为参考，总结了器件选型时的关键特性和评估项目，并突出了各结构的特点。
•通过了解不同结构的优势，用户可根据应用需求和性能要求选择最优芯片。

项目 平面栅 沟槽栅 特征差异的机理与影响（以沟槽栅结构为例说明）

特定导通电阻 (Ron·A) ○ ◎ 更高的元胞密度可降低比导通电阻。

开关损耗 ○ ○
虽然更高的元胞密度往往会导致栅极电荷（Qg）增加，但通过合理的栅极电阻设计，可以减小其对开关损耗
的影响。此外，由于该影响取决于开关频率，因此根据应用需求选择合适的器件至关重要。

短路耐受时间(SCWT) ◎ ○ 更高的元胞密度往往会导致短路期间热量更为集中，因此采用适当的短路保护措施至关重要。

dV/dt 抗干扰能力与误导通抗干扰
能力

◎ ○ 提高元胞密度往往会导致米勒电荷（Qgd）增大，优化负栅极偏压和栅极电阻是有效缓解这一影响的方法。

栅极氧化层可靠性 ◎ ◎ 专有的电场调节技术使栅极氧化层的可靠性达到了与平面栅结构相当的水平。

栅极电荷 (Qg) 与驱动器负载 ◎ ○ 元胞密度的增加往往会导致栅极电荷增加，因此建议对驱动电路的驱动能力进行验证。
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